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NOUVEAUX COMPOSANTS DE PUISSANCE 197, 5 = 10° i
BASES SUR LE NITRURE DALUMINIUM (ALN) Blocking Voltage [V]
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2 Objectifs et enjeux 7 Innovation
Le projet vise a développer une nouvelle famille Linnovation prévoit le développement
de composants électroniques de puissance en d’hétéro-structures dont la couche tampon
utilisant le nitrure d’Aluminium (AIN), un semi- est constituée d’'un matériau unique, le
conducteur a large bande interdite robuste nitrure d’Aluminium (AIN), connu pour sa
autorisant une température de fonctionnement robustesse en tension ainsi que sa grande
élevée. Une technologie simple basée sur une conductivité thermique.

hétéro-structure ultime (AIN/GaN/AIN) sera
utilisée pour produire des courants de fuites
plus faibles, des tensions de claquage plus
élevées avec une efficacité renforcée grace a une
meilleure conductivité thermique.
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7 Marchés visés 7 Livrables
Les filieres énergétiques visées sont liées aux © Matériaux semi-conducteurs et
composants pour la conversion de I'énergie : composants électroniques de puissance
transport d'énergie, éolien, photovoltaique, véhi- (hautes et basses fréquences) a base
cules électriques... de nitrure d’Aluminium.
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